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(57)摘要

一種容抗性電壓轉換裝置包含一提供有至少一經過一磁芯柱的封閉磁路的磁芯，以及兩個堆疊 

地套設於該磁芯柱的線圈模組。每一線圈模組包括一允許該磁芯柱適配地穿過的絕緣基板，以及以 

環繞該磁芯柱且彼此大致對應的方式延伸並間隔地設於該絕緣基板以便在其間形成有一耦合電容的 

一第一線圈與一第二線圈。在該等線圈模組中，該等第一線圈彼此並聯連接且作為該容抗性電壓轉 

換裝置的一次側繞組及二次側繞組其中一者，而該等第二線圈彼此串聯連接且共同構成該一次側繞 

組及該二次側繞組其中另一者。
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【發明說明書】

【中文發明名稱】容抗性電壓轉換裝置

【技術領域】

[0001】本發明是有關於一種電壓轉換裝置，特別是指一種容抗 

性電壓轉換裝置。

【先前技術】

【0002】傳統的電壓轉換裝置，例如一變壓器通常包含纏繞於一 

環狀磁芯的一次側線圈及二次側線圈，而一次側對於二次側的電流 

或電壓比取決於一次側線圈及二次側線圈的匝數。匝數較多的一側 

具有較高的電壓及較小的電流 > 反之亦然。然而 > 若此變壓器所產 

生的磁力線未衽一次側線圈及二次側線圈間交鏈時，恐因漏磁而出 

現漏感(Leakage Inductance)的現象。衽此情況下 > 此變壓器的 

一次側線圈與二次側線圈的耦合係數會小於1。

【0003】另一方面，若欲變壓器能承受較大功率已符合高功率產 

品需求時，使用具有較大體積的磁芯為一種常見的設計方式。然 

而，此種方式不僅不利於小型化的產品發展趨勢，而且還可能增加 

熱損耗。

【0004】因此，如變壓器的傳統電壓轉換裝置仍有很大的改良空
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間。

【發明內容】

【0005】因此，本發明的目的，即衽提供一種容抗性電壓轉換裝 

置，其能克服習知技藝的缺點。

【0006】於是，本發明容抗性電壓轉換裝置包含一磁芯及一線圈 

單元。該磁芯形成有一內部空間，且具有一設於該內部空間的磁芯 

柱，並提供有至少一經過該磁芯柱的封閉磁路。該線圈單元係套設 

於該磁芯的該磁芯柱，並包括N個彼此堆疊地套設於該磁芯的該磁 

芯柱的線圈模組，其中N為大於1的整數。每一線圈模組包括一絕 

緣基板、以及一第一線圈及一第二線圈，該絕緣基板形成有一允許 

該磁芯柱適配地穿過的中央穿孔，該第一線圈及該第二線圈以環繞 

該磁芯柱且彼此大致對應的方式延伸並間隔地設於該絕緣基板以 

便衽其間形成有一耦合電容。

【0007】該等N個線圈模組的該等第一線圈彼此並聯連接，而該 

等N個線圈模組的該等第二線圈彼此串聯連接。

【0008】該等N個線圈模組的該等第一線圈共同作為一次側繞組 

及二次側繞組其中一者，而該等N個線圈模組的該等第二線圈共同 

構成該一次側繞組及該二次側繞組其中另一者°

【0009】本發明功效衽於：由於每一線圈模組的該第一線圈與該 

第二線圈之間所形成的耦合電容，對於一施加至一次側繞組的高頻
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交流電壓，此高頻交流電壓大體上經由此耦合電容感應至二次側繞

組，而對於一施加至一次側繞組的低頻交流電壓，此低頻交流電壓

經由磁場感應至二次側繞組，如此，可使得具有相對較小體積的磁

芯亦能承載相對較大的功率，並避免發生漏感現象，以將損耗降至

最低並提升電壓轉換效率。

【圖式簡單說明】

【0010】本發明的其他的特徵及功效，將於參照圖式的實施方式 

中清楚地呈現，其中：

圖1是一組合立體圖，說明本發明容抗性電壓轉換裝置的一第 

一實施例；

圖2是一繪示出該第一實施例的立體分解圖，；

圖3是一繪示出該第一實施例的一磁芯的剖視圖；

圖4是一立體圖，繪示該第一實施例中一移除了多個導電柱後 

的一線圈單元；

圖5是一繪示出該第一實施例中的一第一線圈模組的頂視圖；

圖6是一繪示出該第一實施例中的該第一線圈模組的底視圖；

圖7是一繪示出該第一實施例中的一第二線圈模組的頂視圖；

圖8是一繪示出該第一實施例中的該第二線圈模組的底視圖；
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圖9是一繪示出該第一實施例中的一絕緣片的立體圖；

圖10是一剖視圖，說明該線圈單元沿著圖4中的X-X線切割 

所取得的結果；

圖11是該第一實施例的一等效電路圖 ；

圖12是一組合立體圖，說明本發明容抗性電壓轉換裝置的一 

第二實施例；

第13圖是一繪示出該第二實施例中的一第一線圈模組的頂視 

圖；

第14圖是一繪示出該第二實施例中的一第二線圈模組的頂視 

圖；及

第15圖是該第二實施例的一等效電路圖。

【實施方式】

【0011】衽本發明被詳細描述的前，應當注意衽以下的說明內容 

中，類似的元件是以相同的編號來表示。

【0012】參閱圖1及圖2，本發明容抗性電壓轉換裝置100的一第 

一實施例包含一磁芯1、及一線圈單元2。

【0013】該磁芯1例如是由兩個E型磁芯體11黏接組合而成，但不

衽此限。更參閱圖3，該磁芯1形成有一內部空間12，且具有一設

於該該內部空間12的磁芯柱13，並提供了例如兩個經過該磁芯柱

第4頁，共15頁（發明說明書）
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13的封閉磁路，如圖3的虛線箭頭所示。

【0014】該線圈單元2係套設於該磁芯1的該磁芯柱13並位於該 

磁芯1的該內部空間12（見圖1）。衽該第一實施例中，該線圈單元2 

包括例如兩個線圈模組3，3,、及例如一個夾置於該等線圈模組3， 

3'之間的絕緣片4（見圖2），但不衽此限。衽其他實施態樣中，該線 

圈單元2可包括N個線圈模組及（Ν-l）個絕緣片，其中例如N為大於 

2的整數且N可視實際需求而決定，而（N-1）N2，該等絕緣片係套 

設於該磁芯柱13並被安排成任兩相鄰的線圈模組間夾置有一對應 

絕緣片。為便於清楚說明，將該線圈模組3（圖1中位於較上者）視為 

一第一線圈模組，且將該線圈模組3,（圖1中位於較下者）視為一第 

二線圈模組，故，衽以下文中，標號3及3,分別代表該第一及第二 

線圈模組。

【0015】參閱圖4及圖10，衽該第一實施例中，該第一及第二線 

圈模組3，3,的每一者包括一絕緣基板30、一以環繞該磁芯柱13的 

方式延伸的第一線圈31，31，、及一大致與該第一線圈31，31，對 

齊的第二線圈32，32,。衽該第一實施例中，該絕緣基板30含有二 

氧化矽，例如為一玻纖板，且具有一第一表面301，例如該絕緣基 

板30的頂面，及一相對於該第一表面301的第二表面302，例如該 

絕緣基板30的底面（見圖10），並形成有一允許該磁芯柱13適配地 

穿過的中央穿孔300。
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【0016】對於該第一線圈模組3，參閱圖5及圖6，該第一線圈31 

係以一以環繞該絕緣基板30的該中央穿孔300的方式延伸的導電 

軌跡圖案P1 （作為第一導電軌跡圖案）的形式呈現且被形成衽該絕 

緣基板30的該第一表面301上，該第一線圈31具有彼此相對及擴大 

的一第一延伸端部3 11及一第二延伸端部3 12（見圖5）。該第二線圈 

32係以一環繞該絕緣基板30的該中央穿孔300且大致對應於該導 

電軌跡圖案P1的方式延伸的導電軌跡圖案P2（作為第二導電軌跡 

圖案）的形式呈現且被形成衽該絕緣基板30的該第二表面302±， 

該第二線圈32具有彼此相對及擴大的一第三延伸端部321及一第 

四延伸端部322（見圖6）。應注意的是，該第一及第二延伸端部 

311，312被安排成與該第三及第四延伸端部321，322錯位。此外， 

該第一線圈模組3係形成有例如一個貫穿該第一線圈3 1的該第一延 

伸端部3 11且貫穿該絕緣基板30的第一貫孔33 1以及例如一個貫穿 

該第一線圈31的該第二延伸端部3 12且貫穿該絕緣基板30的第二 

貫孔332（見圖5），並形成有例如一個貫穿該第二線圈32的該第三 

延伸端部321且貫穿該絕緣基板30的第三貫孔333、例如一個貫穿 

該第二線圈32的該第四延伸端部322且貫穿該絕緣基板30的第四 

貫孔334（見圖6），此外還形成有例如一個僅貫穿該絕緣基板30且 

例如位於該絕緣基板30的該第一表面301的右上角處的第五貫孔 

335（見圖5）。值得注意的是'該第一 /二/三/四/五貫孔

第6頁，共15頁（發明說明書）
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33 1/332/333/334/335的數量並不限於一個，而衽其他實施態樣

中，其可視N的大小來決定。於是，該第一線圈31及該第二線圈32

係以環繞該磁芯柱13且彼此大致對應的方式延伸且彼此間隔有該

絕緣基板30，藉此衽該第一線圈31及該第二線圈32之間形成有一

耦合電容（圖中未不）°

【0017】對於該第二線圈模組參閱圖7及圖8，相似於該第一 

線圈模組3，該第二線圈3 1，係以相同的該導電軌跡圖案P1（作為第 

一導電軌跡圖案）的形式呈現且被形成衽該絕緣基板30的該第一表 

面301上，該第一線圈3「具有彼此相對及擴大的一第一延伸端部 

3 11'及一第二延伸端部312'（見圖7）。該第二線圈32,係以一導電軌 

跡圖案P3（作為第二導電軌跡圖案）的形式呈現且被形成衽該絕緣 

基板30的該第二表面302±，其中該導電軌跡圖案P3雖不同於該導 

電軌跡圖案P2但仍是以環繞該絕緣基板30的該中央穿孔300且大 

致對應於該導電軌跡圖案P1的方式延伸，該第二線圈32,具有彼此 

相對及擴大的一第三延伸端部3 2 1及一第四延伸端部3 2 2 （見圖 

8）。同樣地，該第一及第二延伸端部311「312,被安排成與該第 

三及第四延伸端部321「322,錯位。但應注意的是，對於該第一 

及第二線圈模組3 > 3,，該等第一線圈的31，3「的該等第一延伸 

端部311，31「衽位置上彼此對應（對齊），該等第一線圈3，3,的 

該等第二延伸端部312 ， 312,衽位置上彼此對應（對齊）'該等第二
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線圈32，32,的該等第三延伸端部321，321，衽位置上彼此錯位， 

且該等第二線圈32，32,的該等第四延伸端部322，322,衽位置上 

彼此對應（對齊）。此外，相似於該第一線圈模組3，該第二線圈模 

組齐係形成有例如一個貫穿該第一線圈3 1，的該第一延伸端部3 11， 

且貫穿該絕緣基板30的第一貫孔331，以及例如一個貫穿該第一線 

圈3 1，的該第二延伸端部3 1 2，且貫穿該絕緣基板3 0的第二貫孔 

33 2,（見圖7），並形成有例如一個貫穿該第二線圈3 2,的該第三延伸 

端部321，且貫穿該絕緣基板30的第三貫孔333,以及例如一個貫穿 

該第二線圈32,的該第四延伸端部322,且貫穿該絕緣基板30的第 

四貫孔334,（見圖8），此外還形成有例如一個僅貫穿該絕緣基板30 

且例如位於該絕緣基板30的該第一表面301的右下角處的第五貫 

孔335,。值得注意的是，對於該第一及第二線圈模組3，該等 

第一貫孔331，33「衽位置上彼此對齊，該等第二貫孔332，332, 

衽位置上彼此對齊 > 該等第四貫孔334，334,彼此對齊，該第一線 

圈模組3的該第三及第五貫孔333，335衽位置上分別對齊該第二線 

圈模組3'的該第五及第三貫孔335「333。於是，該第一/二/三/ 

四/五貫孔33 1'/332,/333'/334,/335'的數量必須對應於該第一線 

圈模組3的該第一/二/五/四/三貫孔33 1/332/335/334/333的數 

量，且並不限於一個，而衽其他實施態樣中，其可視N的大小來決 

定。於是，該第一線圈31，及該第二線圈32,係以環繞該磁芯柱13
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且彼此大致對應的方式延伸且彼此間隔有該絕緣基板30,藉此衽該

第一線圈3 1，及該第二線圈32,之間形成有一耦合電容（圖中未示）。

【0018】衽該第一實施例中，該絕緣片4係由塑料至成，例如一麥 

拉片，但不衽此限，並形成有一適配地允許該磁芯1的該磁芯柱13 

穿過的中央穿孔40,以及例如五個衽位置上分別對應於該第一及第 

二線圈模組3，3，其中每一者的該第一至第五貫孔 

33 1 -335/33 Γ-335,的穿孔41。衽其他實施態樣中，該等穿孔41 

的數量亦可視Ν的大小來決定。

【0019】該第一及第二線圈模組3，3,的該等第一線圈31，3「經 

由例如適切地設於該等第一貫孔331，33Γ及該絕緣片4的一個與 

該等第一貫孔331，33Γ對齊的穿孔41且電連接該等第一線圈31， 

31'的該等第一延伸端部311，311，的導電材料，例如一導電柱5a， 

以及設於該等第二貫孔332，332,及該絕緣片4的一個與該等第二 

貫孔332，332,對齊的穿孔41且電連接該等第一線圈31，3「的該 

等第二延伸端部312，312,的導電材料，例如一導電柱5b而彼此並 

聯（見圖2）。該第一及第二線圈模組3，3,的該等第二線圈32，32, 

經由設於該等第四貫孔334，334,及該絕緣片4的一個與該等第四 

貫孔334，334,對齊的穿孔41且電連接該等第二線圈32，32,的該 

等第四延伸端部324，324,的導電材料，例如一導電柱5e而彼此串 

聯（見圖2）。在此結構下，例如將彼此並聯的該等第一線圈31，31，
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作為一次側繞組且將彼此串聯的該等第二線圈32，32,共同構成二 

次側繞組時，該容抗性電壓轉換裝置100被用作一升壓裝置且電壓 

轉換倍率為2，但不限於此。或者，若將彼此並聯的該等第一線圈 

31，31，作為二次側繞組且將彼此串聯的該等第二線圈32，32,共 

同構成一次側繞組時 > 則該容抗性電壓轉換裝置100被用作一降壓 

裝置且電壓轉換倍率為1/2。圖11繪示出該第一實施例的該容抗性 

電壓轉換裝置100被用作一升壓裝置時的一等效電路圖，其中一電 

耦接衽該一次側繞組的打點端及該二次側繞組的打點端之間的等 

效耦合電容C就是由形成衽該第一線圈模組3的該第一及第二線圈 

31，32之間的耦合電容以及形成衽該第二線圈模組3,的該第一及 

第二線圈32，32,之間的耦合電容所共同構成。

【0020】值得注意的是，衽其他實施態樣中，例如當N = 4時，該 

線圈單元3將包含兩個線圈模組3 （分別作為第一及第四線圈模 

組）、兩個線圈模組齐（分別作為第二及第三線圈模組）、以及三個 

絕緣片4（圖未示）。該第一至第四線圈模組3，3的該等第 

一線圈31，31「31「31可經由適切地設於該等第一貫孔331， 

331「331'，331及每一絕緣片4的該等穿孔41其中一個與該等第 

一貫孔331，33Γ，33Γ > 33 1對齊的穿孔4 1且電連接該等第一線 

圈31，3Γ，3Γ，31的該等第一延伸端部31 1 > 31Γ，31 Γ，311 

的導電材料，以及設於該等第二貫孔332，332「332「332及每 
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一絕緣片4的該等穿孔41其中一個與該等第二貫孔332，332「 

332「332對齊的穿孔41且電連接該等第一線圈31，3Γ > 3Γ > 

31的該等第二延伸端部312 > 312,，312, > 312的導電材料而彼此 

並聯。該第一及第二個線圈模組3 > 3,的該等第二線圈32，32「 

可經由如該第一實施例中所述的方式彼此串聯。同樣地，該第三及 

第四個線圈模3,，3組的該等第二線圈32, 32可經由設於該等第四 

貫孔334「334及該對應絕緣片4的該等穿孔41其中一個與該等第 

四貫孔334「334對齊的穿孔41且電連接該等第二線圈32, 32的 

該等第四延伸端部322、322,的導電材料而彼此串聯。特別是，該 

第二及第三個線圈模組齐的該等第二線圈32,可經由設於該等第三 

貫孔333,及該對應絕緣片4的該等穿孔41其中一個與該等第三貫 

孔333,對齊的穿孔41且電連接該等第二線圈32,的該等第三延伸 

端部32「的導電材料而彼此串聯。

【0021】參閱圖12至圖15，所繪示的是本發明容抗性電壓轉換裝 

置100的一第二實施例，其為圖1的該第一實施例的一變化實施態 

樣。該第二實施例的該容抗性電壓轉換裝置100不同於該第一實施 

例之處衽於：該第一實施例中的該絕緣片4（圖1）被省略；並且對於 

該第一及第二線圈模組3 > 3，其中的每一者 > 該絕緣基板3 0例如為 

一印刷電路板，並具有一線圈安裝表面，例如該第一實施例中的該 

絕緣基板30的該第一表面301作為該線圈安裝表面。
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【0022】衽該第二實施例中，該第一及第二線圈模組3，3,的該等 

第一線圈31，31，係均以例如該第一實施例中的該導電軌跡圖案P1 

的形式呈現並形成衽該絕緣基板30的該線圈安裝表面301±（見圖 

13及圖14），並且該第一線圈模組3的該第一線圈31，相同於圖5所 

示的該第一線圈3 1，具有彼此相對及擴大的該第一及第二延伸端部 

311，312（見圖13） >而該第二線圈模組3,的該第一線圈31「相同 

於圖7所示的該第一線圈3 1，，具有彼此相對及擴大的該第一及第二 

延伸端部3 1 15 > 3 1 2 5 （見圖1 4） °

【0023】衽該第二實施例中，該第一線圈模組3的該第二線圈32 

為一塗佈有一例如由三個絕緣層所構成的外絕緣層（圖未示）的導 

線，如此，該第二線圈32與該外絕緣層共同構成具耐壓特性的三層 

絕緣線。該第二線圈32例如藉由絕緣膠而被貼附於該導電軌圖案 

P1上且大致沿著該導電軌跡圖案P1（該第一線圈31）延伸（見圖 

13），藉此該第一線圈31與該第二線圈32之間間隔有相當於該外絕 

緣層的厚度的距離。該第二線圈模組齐的該第二線圈32,具有相同 

於該第二線圈3 2的結構，並同樣地例如藉由絕緣膠而被貼附於該導 

電軌圖案P1上且大致沿著該導電軌跡圖案P1 （該第一線圈31 J延 

伸（見圖14），藉此該第一線圈3 1，與該第二線圈32,之間間隔有相當 

於該外絕緣層的厚度的距離。值得注意的是，該等第二線圈32, 32, 

係彼此互連成一體，例如，一整長條的三層絕緣線。
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【0024】另一方面，該第一及第二線圈模組3，3,各自形成有相同 

於該第一實施例中的該第一貫孔331與該第二貫孔332，以及三個 

僅貫穿該絕緣基板40且衽位置上例如分別對應於圖5中的該第三至 

第五貫孔333 > 334，335的穿孔336 > 337 > 338。於是 > 該等第 

一線圈31，3厂經由例如適切地設於該等第一貫孔331，33「且電 

連接該等第一線圈31，31，的該等第一延伸端部311，311，的導電 

柱5a（作為一第一導電柱），以及適切地穿設於該等第二貫孔332， 

332,且電連接該等第一線圈31，31，的該等第二延伸端部312， 

3 12,的導電柱5b（作為一第二導電柱）而彼此並聯（見圖12）。對於該 

第一及第二圈模組3，3,的每一者，該第二線圈32/32,被允許穿過 

該等穿孔336-338其中對應的兩者（例如穿孔336，337）。此外，為 

了該容抗性電壓主換裝置100的組裝方便，可選擇性地使用一穿設 

於該等穿孔3 36並電連接該第二線圈3 2的一自由端320（見圖13）的 

導電柱5c（見圖12），及一穿設於該等穿孔338並電接該第二線圈 

32,的一自由端3205（見圖14）的導電柱5d（見圖12） °

【0025】衽此結構下，若衽彼此並聯的該等第一線圈31，3「作

為一次側繞組且將彼此串聯的該等第二線圈32，32,共同構成二次

側繞組的情況下，圖15繪示出該第二實施例的該容抗性電壓轉換裝

置100被用作一升壓裝置時的一等效電路圖相似於該第一線圈模組

3，其中一電耦接衽該一次側繞組的打點端及該二次側繞組的打點
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端之間的等效耦合電容C就是由形成衽該第一線圈模組3的該第一

及第二線圈31，32之間的耦合電容以及形成衽該第二線圈模組3,

的該第一及第二線圈32，32,之間的耦合電容所共同構成。

【0026】綜上所述，由於本發明容抗性電壓轉換裝置100形成有 

耦接衽一次側繞組的打點端及二次側繞組的打點端之間的該等效 

耦合電容C，當施加一高頻交流電壓至該一次側繞組時，此高頻交 

流電壓大體上經由此等效耦合電容感應至該二次側繞組，而當施加 

一低頻交流電壓至一次側繞組時，此低頻交流電壓則經由磁場感應 

至二次側繞組，如此，可使得具有相對較小體積的磁芯亦能承載相 

對較大的功率，並避免發生漏感現象，以將損耗降至最低並提升電 

壓轉換效率 > 故確實能達成本發明之功效。

【0027】惟以上所述者，僅為本發明的實施例而已，當不能以此 

限定本發明實施的範圍，凡是依本發明申請專利範圍及專利說明書 

內容所作的簡單的等效變化與修飾，皆仍屬本發明專利涵蓋的範圍 

內。

【符號說明】

【0028】

100...................容抗性電壓轉換裝置 12.........................內部空間

10 ......................磁芯 13........................磁芯柱

11 ......................磁芯體 2.........................線圈單元
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3.........................（第一）線圈模組

3'...................（第二）線圈模組

30..................

300..............

ΟΛ1 .................. .

•…絕緣基板

•…中央穿孔

31)1 弟 «ΗΙ
302.............. •…第一表面

31,3Γ …•…第一線圈

311,311' …第一延伸端部

312,312' …第二延伸端部

32,32' ••…•…第二線圈

321,32Γ ••第三延伸端部

322,322' ••第四延伸端部

331,33Γ …第一貫孑L
332,332' …第一貫孑L
333,333' …第二貫孑L
334,334' …第四貫孔

335,335' …第五貫孔

336-338••…•…穿孔

40.................. •…中央穿孔

41.................. •…穿孔

5a-5e..........•…導電柱

P1-P3………•…導電軌跡圖案

C..................等效耦合電容
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專利案號：106135831
删《■■!■

1630628 【發明摘要】

【中文發明名稱】容抗性電壓轉換裝置

申漕R :

申請日：106/10/19
IPC分類：27/20 （2006.Q1）

公告本

【中文】

一種容抗性電壓轉換裝置包含一提供有至少一經過一磁芯柱的 

封閉磁路的磁芯，以及兩個堆疊地套設於該磁芯柱的線圈模組。每 

一線圈模組包括一允許該磁芯柱適配地穿過的絕緣基板，以及以環 

繞該磁芯柱且彼此大致對應的方式延伸並間隔地設於該絕緣基板以 

便衽其間形成有一耦合電容的一第一線圈與一第二線圈。衽該等線 

圈模組中，該等第一線圈彼此並聯連接且作為該容抗性電壓轉換裝 

置的一次側繞組及二次側繞組其中一者，而該等第二線圈彼此串聯 

連接且共同構成該一次側繞組及該二次側繞組其中另一者。

【指定代表圖】：圖（2）。

【代表圖之符號簡單說明】

100........... ……容抗性電壓轉換裝置

10............... ……磁芯

11............... ……磁芯體

2................. ……線圈單兀

3,3' •…… •…線圈模組

30............... ……絕緣基板

300........... ……中央穿孔

301........... ……第表面

31,3Γ " •…第一線圈 4..........................絕緣片

311,311' …第一延伸端部

311,311' …第一延伸端部

312,312' …第二延伸端部

331,33Γ …第一貫孑L
332,332' …第一貫孑L
333,333' …第二貫孑L
334,334' …第四貫孔

335,335' …第五貫孔
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【發明申請專利範圍】

【第ί項】一種容抗性電壓轉換裝置，包含：

一磁芯，形成有一內部空間，且具有一設於該內部空

間的磁芯柱，並提供有至少一經過該磁芯柱的封閉磁路；

及

一線圈單元，套設於該磁芯的該磁芯柱，並包括 

N個線圈模組，彼此堆疊地套設於該磁芯的該磁 

芯柱，其中N為大於1的整數，每一線圈模組包括

一絕緣基板，形成有一允許該磁芯柱適配地 

穿過的中央穿孔，及

一第一線圈及一第二線圈，以環繞該磁芯柱 

且彼此大致對應的方式延伸並間隔地設於該絕緣基板以 

便衽其間形成有一耦合電容；

其中，該等N個線圈模組的該等第一線圈彼此並聯連 

接，而該等N個線圈模組的該等第二線圈彼此串聯連接 ； 

及

其中，該等N個線圈模組的該等第一線圈作為一次側 

繞組及二次側繞組其中一者，而該等N個線圈模組的該等 

第二線圈共同構成該一次側繞組及該二次側繞組其中另 

一者。

【第2項】如請求項1所述的容抗性電壓轉換裝置，其中：

該線圈單元還包括（N -1）個絕緣片 > 其中（N -1） Ν 1，

該（等）絕緣片係套設於該磁芯柱且被安排成該等N個線圈

模組其中任兩相鄰者間夾置有一對應絕緣片；及
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對於每一線圈模組，該絕緣基板具有彼此相對的一第 

一表面及一第二表面，該第一線圈係以一環繞該絕緣基板 

的該中央穿孔的方式延伸的第一導電軌跡圖案的形式呈 

現並被形成衽該第一表面上，且該第二線圈係以一環繞該 

絕緣基板的該中央穿孔且大致對應於該第一導電軌跡圖 

案的方式延伸的第二導電軌跡圖案的形式呈現並被形成 

衽該第二表面上。

【第3項】如請求項2所述的容抗性電壓轉換裝置，其中，該(等)絕 

緣片係由塑料製成，且每一線圈模組的該絕緣基板係含有 

二氧化矽°

【第4項】如請求項2所述的容抗性電壓轉換裝置，其中：

對於每一線圈模組，該第一線圈具有彼此相對及擴大 

的一第一延伸端部及一第二延伸端部，且該第二線圈具有 

彼此相對及擴大的一第三延伸端部及一第四延伸端部，該 

第一及第二延伸端部被安排成與該第三及第四延伸端部 

錯位；

對於該等N個線圈模組，該等第一線圈的該等第一延 

伸端部衽位置上彼此對應，該等第一線圈的該等第二延伸 

端部在位置上彼此對應，且該等第二線圈的該等第四延伸 

端部在位置上彼此對應，對於第i及第(i+1)個線圈模組， 

其中i為小於N的奇數，該等第二線圈的該等第三延伸端部 

衽位置上彼此錯位，而對於第j及第(j + 1)個線圈模組，其 

中j為小於N的偶數，該等第二線圈的該等第三延伸端部衽 

位置上彼此對應；
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每一線圈模組係至少形成有一貫穿該第一線圈的該 

第一延伸端部並貫穿該絕緣基板的第一貫孔、一貫穿該第 

一線圈的該第二延伸端部並貫穿該絕緣基板的第二貫 

孔、一貫穿該第二線圈的該第三延伸端部並貫穿該絕緣基 

板的第三貫孔、一貫穿該第二線圈的該第四延伸端部並貫 

穿該絕緣基板的第四貫孔、及一僅貫穿該絕緣基板的第五 

貫孔；

對於該等N個線圈模組，該等第一貫孔衽位置上彼此 

對齊，該等第二貫孔衽位置上彼此對齊且該等第四貫孔衽 

位置上彼此對齊，對於該第i及第(i+1)個線圈模組，其中 

一者的該第三貫孔及該第五貫孔衽位置上分別對齊另一 

者的該第五貫孔及該第三貫孔，而對於該第j及第(j + 1)個 

線圈模組，該等第三貫孔衽位置上彼此對齊且該等第五貫 

孔衽位置上彼此對齊；

每一絕緣片還形成有至少五個衽位置上分別對齊每 

一線圈模組的該第一至第五貫孔的穿孔；

該等N個線圈模組的該等第一線圈經由適切地設於該 

等第一貫孔及每一絕緣片的該等穿孔其中一個與該等第 

一貫孔對齊的穿孔且電連接該等第一線圈的該等第一延 

伸端部的導電材料，以及設於該等第二貫孔及每一絕緣片 

的該等穿孔其中一個與該等第二貫孔對齊的穿孔且電連 

接該等第一線圈的該等第二延伸端部的導電材料而彼此 

並聯；及

該第i及第(i+Ι)個線圈模組的該等第二線圈經由設

第3頁，共5頁(發明申請專利範圍)
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於該等第四貫孔及該對應絕緣片的該等穿孔其中一個與 

該等第四貫孔對齊的穿孔且電連接該等第二線圈的該等 

第四延伸端部的導電材料而彼此串聯，且該第j及第(j + l) 

個線圈模組的該等第二線圈經由設於該等第三貫孔及該 

對應絕緣片的該等穿孔其中一個與該等第三孔對齊的穿 

孔且電連接該等第二線圈的該等第三延伸端部的導電材 

料而彼此串聯。

【第5項】如請求項1所述的容抗性電壓轉換裝置，其中，對於每一 

線圈模組：

該絕緣基板具有一線圈安裝表面；

該第一線圈係以一導電軌跡圖案的形式呈現並形成 

衽該絕緣基板的該線圈安裝表面上；及

該第二線圈為以一塗佈有一外絕緣層的導線並貼附 

於作為該第一線圈的該導電軌跡圖案且大致沿著該導電 

軌跡圖案延伸。

【第6項】如請求項5所述的容抗性電壓轉換裝置，其中，每一線圈 

模組的該絕緣基板是一印刷電路板。

【第7項】如請求項5所述的容抗性電壓轉換裝置，其中：

每一線圈模組的該第一線圈具有彼此相對及擴大的 

一第一延伸端部及一第二延伸端部 ；

該等線圈模組的該等第二線圈係彼此互連成一體； 

每一線圈模組係形成有一貫穿該第一線圈的該第一 

延伸端部且貫穿該絕緣基板的第一貫孔、一貫穿該第一線 

圈的該第二延伸端部且貫穿該絕緣基板的第二貫孔、及三
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個僅貫穿該絕緣基板的穿孔，該等穿孔其中對應的兩者允 

許該第二線圈穿過；及

該等N個線圈模組的該等第一線圈經由一適切地穿設 

於該等第一貫孔且電連接該等第一線圈的該等第一延伸 

端部的第一導電柱、及一適切地穿設於該等第二貫穿孔且 

電連接該等第一線圈的該等第二延伸端部的第二導電柱 

而彼此並聯。

【第8項】如請求項5所述的容抗性電壓轉換裝置，其中，該外絕緣 

層係由三個絕緣層所構成，每一線圈模組的該第二線圈與 

該外絕緣層共同構成一具耐壓特性的三層絕緣線。

第5頁，共5頁（發明申請專利範圍）
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【發明圖式】

圖1
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圖13

圖14

第9頁，共10頁（發明圖式）

106135831 表單編號AO1O1 1062058163-0



1630628

5b 5d

5C

5

亠圖

第10頁，共10頁潑明圖式）

106135831 表單編號AO1O1 1062058163-0



頻J 案號：106135831ϋη··ι·16306

【發明摘要】

【中文發明名稱】容抗性電壓轉換裝置

申漕R :

申請日：106/10/19
IPC分類：27/20 （2006.Q1）

公告本

【中文】

一種容抗性電壓轉換裝置包含一提供有至少一經過一磁芯柱的 

封閉磁路的磁芯，以及兩個堆疊地套設於該磁芯柱的線圈模組。每 

一線圈模組包括一允許該磁芯柱適配地穿過的絕緣基板，以及以環 

繞該磁芯柱且彼此大致對應的方式延伸並間隔地設於該絕緣基板以 

便衽其間形成有一耦合電容的一第一線圈與一第二線圈。衽該等線 

圈模組中，該等第一線圈彼此並聯連接且作為該容抗性電壓轉換裝 

置的一次側繞組及二次側繞組其中一者，而該等第二線圈彼此串聯 

連接且共同構成該一次側繞組及該二次側繞組其中另一者。

【指定代表圖】：圖（2）。

【代表圖之符號簡單說明】

100........... ……容抗性電壓轉換裝置

10............... ……磁芯

11............... ……磁芯體

2................. ……線圈單兀

3,3' •…… •…線圈模組

30............... ……絕緣基板

300........... ……中央穿孔

301........... ……第表面

31,3Γ " •…第一線圈 4..........................絕緣片

311,311' …第一延伸端部

311,311' …第一延伸端部

312,312' …第二延伸端部

331,33Γ …第一貫孑L
332,332' …第一貫孑L
333,333' …第二貫孑L
334,334' …第四貫孔

335,335' …第五貫孔
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40 ......................中央穿孔

41 ......................穿孔

5a-5e...............導電柱

P1.....................導電軌跡圖案
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